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В настоящее время для большинства процессов тонкоплёночных технологий наличие систем in situ контроля за наиболее важными технологическими параметрами, такими как температура подложки и скорость роста или травления, стало обязательным. Одной из оригинальных методик контроля процессов формирования полупроводниковых структур в условиях молекулярно-пучковой эпитаксии и плазмохимического травления является низкокогерентная тандемная интерферометрия (НКТИ) [1]. В работе представлены последние результаты по применению НКТИ в различных технологических процессах.
В работе представлены результаты контроля процессов роста структур с (-слоями Si:Sb, проведённых на установке молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) Riber SIVA-21 (ИФМ РАН). Показана возможность значительного сокращения времени формирования многослойных структур и уменьшения их избыточного загрязнения неконтролируемыми примесями. Это происходит в результате сокращения времени переходов с одной температуры роста на другую, ввиду отсутствия необходимости в длительной термостабилизации, связанной с инерционностью стандартных термопар (особенно при низких температурах).

Исследованы особенности поведения температуры подложки GaAs при росте HgCdTe (КРТ) структур методом МПЭ на установке "Обь-М" в ИФП СО РАН.  Показано, что предложенный подход к измерению температуры позволяет определять истинную температуру подложки в процессе эпитаксиального роста. Проведены сравнения результатов, получаемых с помощью НКТИ с эллипсометрическими измерениями. Получено хорошее соответствие.
Проведена серия экспериментов по контролю температуры подложки и скорости травления в установке плазмохимического травления Plasmalab 80Plus (ИФМ РАН). Предложен и реализован оригинальный метод измерения малых изменений толщины полупроводниковых структур в условиях нестационарной температуры. Достигнуто разрешение ±20 С по температуре и ±2 нм по толщине. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-19-01124).
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